100年度第1次機械專業人才認證考試試題
專業等級：初級電控系統工程師
科目：電路設計
考試日期：  100年 5 月 29  日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共   6  頁
	1. 選擇題35題（佔70%） 
(A)  1. 有一電阻R = 30Ω，與感抗XL = 20Ω的電感串聯連結後，接至V =100∠0o(V)之交流電源上，求總電流值I (A)：(A)2.8∠-33.7o (B)2.8∠33.7o (C) 5.6∠-33.7o (D) 5.6∠33.7o   
(B)  2. 下列有關單相交流電功率的敘述何者錯誤？ (A)有效功率為電阻負載所消耗，單位為瓦（W）(B)無效功率為電源與電感或電容間來來往往，不為負載所消耗的功率，單位為瓦（W）(C)視在功率以S表示，單位為伏安（VA）(D)當功率因數角為0o時，視在功率等於有效功率。       

(C)  3. 比流器(C.T)之一次、二次側電流比正匝數比關系為(A)I1/I2=N1/N2 (B)I1/I2=
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(C) I1/I2=N2/N1 (D) I1/I2= 
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(D)  4. 變壓器使用Y形連接，線電壓為相電壓的(A)相等(B)1/3倍(C)1/√3倍(D) √3倍。  
(B)  5. 電容器之配線，其容量應不低於電容器額定電流之(A)1.25 (B)1.35 (C)1.5 (D)1.8倍   為原則，以符合電工法規規定。 
(A)  6. 配電設備外殼接地電阻不得大於(A)100歐姆(B)200歐姆(C)300歐姆(D) 400歐姆。
(C)  7. 圖所示符號代表哪一種功率半導體元件？ (A)BJT (B)TRIAC (C)IGBT (D)MOSFET    

      [image: image3.png]



(B)  8. 克希荷夫電壓定律簡稱為 (A)CVL (B)KVL (C)CLL (D)KLL   
(B)  9. 圖所示為何種邏輯閘？ (A)NAND閘 (B)NOR閘 (C)XOR閘 (D)AND閘 
        [image: image4.png]



(A)  10. 電動機在可正逆轉場合下，於電磁開關控制電路加裝延遲電路以延長切換時間，主要目的為(A)防止電路因電弧而造成短路(B)防止電動機燒毀(C)減少起動電流(D)使電動機完全停止後再起動。
(D)  11. 對於EMC概念何者有誤?
(A) 一般而言，解決EMI問題可用三種方法含概分別是隔離、濾波、遮蔽。

(B) 就輻射干擾測試規範而言，商用產品比工業用產品有較嚴格的限制。

(C) 一般非家用工具機應選用CLASS A(甲類)的測試規範(就EMI而言)。

(D) 一PCB在設計上使用相同元件，僅有線路LAYOUT上的差異，並不會影響測試結果。

(E) 頻率為30MHz的電磁波，波長為10m。     
(D)  12. 圖為ㄧNPN電晶體共射極電路，其中( = 50，求電路中之直流偏壓電壓VCE與電流IC等於 (A)3.48V, 1.2mA  (B)6.96V, 1.2mA (C)3.48V, 2.4mA (D)6.96V, 2.4mA。 
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(D)  13. 有效的減少傳導式EMI(Electric Magnetic Interruption)之干擾方式，下列何者為非? (A)儘量利用頻寬之下限 (B)盡量使用低電感金屬接線 (C)多利用濾波器 (D)增加電弧的產生次數。 
(A)  14. 可以採用何種方式抑制交流電源的突波干擾(A)電源線串接扼流圈(B)電源串接電容器 (C)電源線使用隔離線 (D)有效降低接地電阻。 
(C)  15. 有三個電阻值分別為8(、10(和40(之電阻並聯使用，請問其並聯電阻值為多少？ (A)58( (B)22( (C)4( (D)18(。  
(B)  16. 銅線之電阻與 (A)截面積成正比 (B)長度成正比 C)電流成正比 (D)溫度成反比。
(C)  17. 10(F之電容器充電至100V時，所儲存的能量為 (A)0.1焦耳(B) 0.05焦耳(C) 0.04焦耳(D) 0.002焦耳。 
(D)  18. 理想運算放大器兩輸入端的虛地特性是指兩輸入端間之電流I與輸入阻抗Ri的值分別為(A)Ri = 0，I = ( (B) Ri = (，I = ( (C) Ri = 0，I = 0 (D) Ri = (，I = 0。 
(B)  19. 瓦特小時為 (A)電流 (B)功 (C)功率 (D)電壓 的單位。 
(A)  20. 三用電表使用歐姆檔測試時，撥在哪個檔位所消耗的電流最大？ (A)R(1 (B) R(10 (C) R(K (D) R(10K。 
(C)  21. 測量電路之絕緣應使用 (A)三用電表 (B)鉤式電流表 (C)高阻計 (D)接地電阻計。
(C)  22. 電感的單位是 (A)瓦特 (B)法拉 (C)亨利 (D)伏特。 
(A)  23. 利用克希荷夫定律及歐姆定理，試求圖(二)所示的電流
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(C)  24. 某交流電源角速度ω=628弳度/秒，求其電源頻率約為多少？(A) 50  (B) 60  (C) 100  (D) 200 Hz。 
(A)  25. 將75Ω及34Ω之兩電阻器並聯時，其總電阻之大小為何？(A)小於34Ω  (B)等於34Ω  (C)大於75Ω  (D)介於75Ω與34Ω之間。 
(D)  26. 如圖所示電路，求
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 V) 大小為何？

      (A) 4.3  (B) 4.6  (C) 12.8  (D) 16.8 mA。 
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(C)  27. 圖所示加法器各輸入的電壓均為1 V，試求輸出電壓
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大小為何？(A) -3   (B) 3   (C) -3.5  (D) 3.5 V。
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(A)  28. 感應電動機之起動方法中，何者之起動電流最大：(A)全壓啟動  (B)Y-Δ起動  (C)起動補償器法  (D)降壓啟動。 
(B)  29. 利用Y-
[image: image14.wmf]D

啟動操作器啟動電動機時，其啟動電流為原全電壓啟動時電流之多少倍?  (A)3  (B)1/3  (C)1/
[image: image15.wmf]3

 (D)1。 
(C)  30. 一個共射極電晶體電路中，射極電流為6 mA，基極電流為0.1 mA，則電晶體之電流增益為？  (A)39  (B)49  (C)59  (D)69。 
(A)  31. 試問下圖所示電路為何類放大器(A)A類(B)B類(C)AB類(D)C類。  
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(D)  32. 以下何者不是理想運算放大器應具備的特性：(A)無窮大開路增益(B)輸入阻抗趨近於無窮大(C)輸出阻抗趨近於零(D)有限之頻寬。 
(A)  33. 試問建構一個全波橋式整流電路需要幾個二極體？ (A)4個(B) 3個(C)2個(D)1個。  
(A)  34. 下列何者是接面型場效電晶體(JFET)的工作條件?

(A) 閘極對源極接面逆向偏壓  
(B) 閘極對源極接面順向偏壓

(C) 汲極接地

(D) 閘極與源極相連接        
(C)  35. 在矽半導體材料中掺入五價雜質的目的是

(A) 降低矽晶體的導電性

(B) 增加電洞的數目

(C) 增加自由電子的數目

(D) 產生少數載子           
二. 問答題（佔30%）：共4題，任選2題作答；每題佔15分；作答超過2題者，以分數較高的2題計分。
1. 有一二極體電路如下圖所示，其中D1、D2為理想二極體，若Vi = 3V，則Vo為多少伏特？  
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解答：
        Vo = 3V
2. 圖之電路，已知Vo = (V1 + (V2, 求:

(a)(及(
(b)若R1=R2, R3=R1//R2(R1與R2並聯)，則Vo = ?  
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解答：
 (a) 
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(b) 
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3. 試繪出下列理想矽二極體截波電路的輸出電壓波形，其中假設
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為正弦波，其波峰分別為
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(0.6為二極體之切入電壓)：
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解答：
下圖深黑色波形
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4. 圖的穩壓電路中，稽納(Zener)二極體電壓VZ=15V，導通電阻為零，(a)若RL=75(，求IZ及PZ；(b)若RL=(，求IZ及PZ; PZ代表稽納二極體消耗的功率。 
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解答                                           
(a) IZ = 80 mA,  PZ = 1.2 W

(b) IZ = 280 mA, PZ = 4.2 W
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